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Résumé :

Les détecteurs infrarouges quantiques représentent la technologie de choix pour les applications a tres
hautes performances (faible flux, réponse rapide etc). En revanche ils sont traversés par un courant
méme en l'absence d'éclairement. Ce courant, qualifié de courant d’obscurité, est problématique
puisgu'il limite la dynamique du circuit de lecture et est associé a un bruit. Sa dépendance exponentielle
a la température impose un refroidissement du détecteur. Ces détecteurs nécessitent donc I'utilisation
de machine a froid d'autant plus volumineuses, lourdes et consommatrices d'énergie que la température
de fonctionnement a atteindre est basse. Plusieurs solutions technologiques sont donc a I'étude pour
'abaissement du courant d'obscurité permettant ainsi l'augmentation des températures de
fonctionnement a performances égales. La réduction de I'épaisseur du détecteur (traditionnellement de
plusieurs micrometres) est I'une de ces solutions. La chute d'absorption au sein du détecteur qui en est
la conséquence peut étre compensée par une approche de nanophotonique : l'intégration de celui-ci
dans une structure piégeant la lumiére aux longueurs d'ondes de détection. Conventionnellement
réalisées en métal, le dépbt de ces structures complexifie la fabrication de tels détecteurs. Cependant,
de telles structures peuvent aussi étre réalisées en semiconducteurs fortement dopés, offrant une
meilleure flexibilité et une meilleure compatibilité avec les technologies de croissance des détecteurs.
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Je présenterai les travaux de recherche menés sur différentes structures résonantes en tout
semiconducteur intégrants un détecteur : la premiere, intégrant une photodiode en super-réseau
de 550 nm dans une cavité Fabry-Perot réalisée en InAsSb fortement dopé au silicium, sur laquelle des
mesures optiques et une caractérisation électro-optique ont pu étre menés ; la seconde, multirésonante,
integre un détecteur de 300 nm entre un réseau supérieur et un miroir arriere de n**InAsSb et a été
caractérisée optiguement. Des mesures de courant d'obscurité, de réponses spectrales et de
rendement quantique seront présentés. L'intérét de I'amincissement des détecteurs et I'apport des
structures multirésonantes seront discutés, au regard de ces résultats.

Mots clés :

Super-Réseau, Bande lll, nanostructures, photodétection
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